


Wissenschaftliche Veranstaltungen 

Bereich (15') bildete sich an der Pha
sengrenze MgO/MgTiOJ eine Spi
nellschicht (Mg2Ti04) aus, die sich 
bei weiterer Temperaturerhöhung 
auf 1250 K bzw. 1400 K (letztere für 
25 Minuten) weiter ausbreitete, so 
daß am Ende auf der MgO-Oberflä
che ein kompletter Spinell-Film vor
handen war. Die Veränderung der 
Lage der Phasengrenzen konnte so 
in-situ kontinuierlich verfolgt wer
den. - Ohne näher darauf einzuge
hen, sollen an dieser Stelle auch die 
von Rühle und Mitarbeitern in 
Stuttgart durchgeführten In-situ
Untersuchungen von Phasentrans
formationen in Keramiken erwähnt 
werden. 

Als Beispiel für die mechanische 
Behandlung von Objekten soll ein 
In-situ-Dehnungs-Experiment be
schrieben werden, das eine direkte 
Beobachtung der mikroskopischen 
Verformungsvorgänge ermöglicht. 

Für die Verfestigung durch plasti
sche Verformung (work hardening) 
sind die Reaktionen der gleitenden 
Versetzungen mit geschnittenen Ver
setzungen des Versetzungswaldes 
bedeutsam. In Abbildung 4, MgO 
betreffend, sind die etwa senkrecht 
verlaufenden Versetzungen Schrau
benversetzungen des Versetzungs
waldes, die von den etwa unter 45° 

R.T. 

verlaufenden Stufenversetzungen ei
nes windschiefen Gleitsystems ge
schnitten werden. Das Bild zeigt die 
Zustände vor und nach dem Schnei
den. Beim Schneiden haben sich un
ter Energiegewinn Reaktionspro
dukte (sog. junctions) gebildet. Ihre 
Gleitebene ist weder die Gleitebene 
der bewegten Versetzungen, noch 
die der Waldversetzungen. Sie stei
len deshalb für die weitere Verfor
mung Hindernisse dar und tragen 
zur Verfestigung bei. 

Bei den Beispielen für die In-si
tu-Strahlenbehandlung soll auf die 
obengenannten Arbeiten von Seeger 
und von Bostanjoglo zurückgekom
men werden: - Wie Jin, Phillipp 
und Seeger zeigen konnten (s. Tab. 4), 
lassen sich durch Hochdosis-Be
strahlung von Metallen unter geeig
neten Bedingungen geordnete An
ordnungen von Kristalldefekten er
zeugen. Entsprechende Untersu
chungen wurden an Kfz-Metallen 
mit den angegebenen Bestrahlungs
daten durchgeführt. Abbildung 5 
zeigt die Aufnahme einer derart be
strahlten Kupferfolie mit (110)
Folienebene in (100)-Projektion. Bei 
geeigneter Lage sind die punktarti
gen Strukturen als kleine Quadrate 
zu erkennen; sie wurden als Stapel
fehlertetraeder vom Leerstellentyp 

, 

Untersuchungsobjekte, kfz, Metalle (Ag, Cu, Ni) 

Bestrahlungsdsten, " •� 
Dooio, >10 Elektronen/rn� 
Energie, 1 MeV� 
Temperaturbereich,� 

150 - 320 K (Ag), 
170 - 350 K (Cu), 
380 - 540 K (Ni) 

Ergebnis, 
--Erzeugung geordneter Anordnungen von� 

Gitterdefekten,� 
Stapelfehler vom Leerstellentyp,� 
angeordnet in zweidimensionalen Quadrat�
gittern auf (100)-Ebenen� 
(Stapelfehlerabatand, 7 nm)� 

Interpretation, 
Erzeugung der geordneten Strukturen durch 
Selbatorganisation in einem durch die 
Hochdoaio-Bestrahlung gegebenen atark 
disaipativen Proze6 

Tab. 4. Hochdosis-Elektronenbestrahlung 
von Metallen. (N, Y. Jin, F. Phillipp, A. 8ee
ger), 

identifiziert. Aus der (100)-Projek
tion ist zu erkennen, daß diese vor
zugsweise in zweidimensionalen 
Quadratgittern angeordnet sind mit 
einem Abstand von etwa 7 nm. Die 
Interpretation dieses Phänomens er
laubt die Aussage, daß es sich hier
bei um die Erzeugung geordneter 
Strukturen durch Selbstorganisa
tion in einem durch die Hochdosis
Bestrahlung gegebenen dissipativen 
Prozeß handelt. 

Zur In-situ-Laserbehandlung (s. 
Abb. 6) soll ein Beispiel zum 
Schmelzen und Erstarren einer Ger
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Abb. 4 Versetzungsbewegung während der In-situ-Deformation 
von MgO (Aufn.: F. AppellU. Messerschmidt), 

Abb. 3 In-situ-Beobachtung der Festkörperreaktion zwischen MgO 
und TiO. (Aufn,: D. Hesse), 
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"Röntgenstrahlung löst Probleme" 
Wilhelm Conrad Röntgen hat 1895 die Existenz dieses nützlichen Effekts 
nachgewiesen. 

Unsere Mikroanalysensysteme ermöglichen Ihnen ab 1991 die quantitative 
Analyse von C, N, 0 in Verbindungen, auch bei Konzentrationen unter
halb 1%. Natürlich ohne Standards. Gewußt wie! 

EXPLORER und VOYAGER - die Spitzentechnik in der Mikroanalyse 

Tracor Europa B.V., Lußhardtstraße 6, 7520 Bruchsal, Tel.: 07251/85011 
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SEM� 
Hitachi Scientific Inst uments� 

RASTERELEKTRONENMIKROSKOPE� 
für Qualitätskontrolle und 
Schadensuntersuchungen 

Modell 5-2700 

Mikroprozessorgesteuertes REM.� 
Höchstmaß an Bedienungsfreund�
lichkeit und Flexibilität durch Auto�
matisierung.� 
Hochauflösung und Analyse bei� 

111111111111111 12 mm Arbeitsabstand.� 
Optimales Preis-/Leistungsverhältnis.� 

Modell 5-4100 

Ultra-hochauflösendes (1,5 nm) Feld
emissions-REM. 
Durch die hohe Auflösung bei niedriger 
und somit probenschonender 
Beschleunigungsspannung besonders 
geeignet für Halbleiteruntersuchungen 
und biologische AufgabensteIlungen. 

Hitachi Scientific InstrumentsHITACHI 
Nissei Sangyo GmbH (Deutschland) 
Berliner Straße 91Scientific Instruments 0-4030 Ratingen 1 
Tel. 021 02-4531 54 .Fax 02102-474778 



TEM� 
Hitachi Scientific Instruments� 

TRANSMISSIONSELEKTRONENMIKROSKOPE� 
für die 
Materialwissenschaften 

Modell H-8100 

Mikroprozessorgesteuertes 200 kV
Transmissionselektronenmikroskop. 

Verknüpfung von Hochauflösung 
(0,21 nm p-p) und analytischen 
Anwendungen (SEM, EDX, BS, EELS) 
durch neuentwickelte, computer
gesteuerte Side-Entry-Probenbühne. 

DerVariationsbereich des Strahl
durchmessers (1 ~m - 2 nm) ermöglicht 
neben der hochauflösenden Abbil
dung die Elektronenbeugung und 
Elementanalyse von kleinsten Kristall
bereichen. 

Höchstmaß an Bedienungskomfort. 

Reduzierung der Kontamination 
durch ausheizbare Mikroskopsäule 
sowie durch ein Turbomolekular
pumpensystem. 

Nissei Sangyo Co. Ud. HITACHI
Hogwood Industrial Estate 
Finchampstead Scientific Instruments Wokingham. Berks. RG 114 QQ 
Tel. 0734-328632 .Fax 0734-328779 


